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9. A process for producmg an electric capacitor characterized by selectively inducing electrical
conductivity in a polylarylene sulfide) film so as to provide in the film an upper conductive region, a lower
conductive region having no electric contact with the upper conductive region, and an intermediate

dielectric region.

&5 10. The process of claim 9 characterized in that the electrical conductivity is selectively induced by

&




conductivity in apoly(arylene sulfide) filmso as to vide in
an upper conductive region, a |ower conductlve reg lml '“’lL lamctrl d. 6
contact with the upper conduct i ve EF % qag ﬁf?j ctrig

a

regi on. 65 10. " The process of Cclaim ract er| zed |n that t he
el ectrical ctenieriedoring g PP lasigne syifides fifn: nmmwrbfywe'ch thepdoping aamlsaﬂtaosoeam

chem oal |y "OUH) 0 Sorlll HCANYL BFaHL Lk dd o RS AL schRol Y Bbe
IR T S e Bl e g F O ETR R
char act ersi 2@hhi:diofiRaAtand I&eugalepl ng agent is present in a solution of

sol vent conpr % Argpasitdr bguidthgsedi@ms &th & promartirie ofj menufacbomasrarding ,ctafmsﬁto8 ora
di chl or orretqﬁ%?ﬁ%,s acgréing by SRR e 1. chrerakest i tha sﬁ'étpﬂb(ﬁyl@r"ﬁts&'?' SRRy REMIEKe.
12 A Capa(ﬁ”[f 5; An el%c(%r C(A{Clag\ Bu%nplnga%ulalr a cha@ltor QJI ?BIRS(%E;T p(;+(§mé?jf by%%gtl‘?o%to%lﬁm
according t@ C 6 g rocess accordi ng to clains 9t
characterized in that sai d poly(arylene sulfide) is poly(phenylene

sul fide). 13 An el ectrical conponent, in particular a capacitor or a

t ransducer, aﬁ?"éﬂ'ﬁ%’éﬂ‘eby the method of claim 10 12. Patentanspruche 15

1. Kondemssat on, k&bt e atind &hes H@ﬂeﬂk&cﬁérﬁWﬂyt?&hhﬁé)aée)’éudﬁr&%’cﬁén%ef@ék@ls@lh
zWi schen zweitengéreRdiy-jasdaslifd)Beaidesn. Pol y- (aryl ensul fi d) - Ber ei chen. 2

Kondensat or hf%c KOM%-; tug haCQ@?Fwdﬂh ch k;ehn%fg{rmrg?tget dasss ddele'tér@let%ctmbrvlen
Pol y- (aryl eft*" reif ‘"B PrRip Prutiat ¢ s Pal ar n )

RO Eab iy Seiconap }é Gy g
sich bei m Pol y: (Kaﬁ nsHtm.: Q aﬁ'@d'rah%%k eaén & Nfid! [ifidefblen UPEH-@HRn-

Kristalli ne&lfﬁbsgtetet&riytl daﬂsﬂdhiﬁ isthpr N@hale|voo sdmctiﬂomlgmsamh mia@hhednptinicdatichen - -~ -

dadur ch_gekeifhtiesbrden Bimberkinbeden pigh ﬁeﬁcb%t!‘mfem%ﬁ n@nw‘fefrﬁef;‘ Eirpeni wwﬂqlr,vfgg;'m s
in der ForFy SefqRds VPe’l pA-(a| AN s TR Rl %\?r‘i‘ e denetp g?hmp‘(eum@'f?

eines . Po st: net erste isch Iet ner zweiten

lms

kont i nui & | HERER, s NG bk | ABRHrSaHaR b GisCHoh o SFtchSbhd zweiten
schichtffr nang&mﬂ 1Giteln n.crEIahgmmnarss tvb@iedtfum &fEnleleRBSRen Kon mmmaa&maem&em
Anspruch 1, leiterder Sh:ogekemvztelndé’rnet dass das | eitende Poly-(aryl ensul fid)
in der 25 For§ Eﬁ"ﬁ'ﬂé@gﬁﬂm 'é?i§ ‘Ffl -Filnms mit einer ersten elektrisch
| ei t endef? Sch|e g;:};ﬁ ,gj% 6itg }dL%ﬁw}lnel t enden Schicht und einer
diel ektri sche Rvo elte eﬁtruZéMl kH:QéﬂteK%ﬁtLl&f?mﬁh&@itérﬁ&&hnsch
| ei t enden Seikdnadi S(ﬂll’bgealfwdé]ﬁt uncst vorI [ egt um ei nen el ektri schen Kont akt
ZWi sche n@fd en eine Hbtemg@h?ﬂi@v taemjetnfl%thl@h dizgwischep derrerstahaind zwedten elektrisch leitenden
Ferti gunis gy ‘E’QFFU nebit-hal el ektrisch |eitende

Pol y- (ary e,;m;l(l i nd SRSy & PRt POCTROTERL SHc suF einam s
Pol y- (aryl ensul f=é un nd YWEdRCAnsBiuBh 7V\Bidufth EdeRdrinEdichAdl, haak toRNEete Sl Malte
kei nen el ekélekrzeth aeitelidan tSakicht néib dtemcsmestm:ee:hekrtmel Seatthdted, t ot rindBedonddre  die
auf wei st © uﬂﬂe‘@ﬂsﬂ@ Bnl\etaeﬂ@mq'f%ﬁeﬂqhbh Oét't(smef‘?fuéfb‘ﬂ Sﬁ?h#'t ht die ZWI schen

der ersten upnd: YaEahtea e '?k’{er"# ﬁ'" 'a;r% denagiors, i9eken gfhé’té lektives
tnd ! d) 41
Fert | gung 1 uzwgzr'l von ne r'lj2 [ ‘te Héyé‘ﬁ.‘v S Qz' ﬁ%g:e‘ﬁ mnig:ﬂg:
ei nem ei Nzi gaxttiskiphy Kéradky oS u.td‘ éldén' dezvistn ﬁlfebﬁh(bn d&emﬁmn guags gagiensut. and
' Anspr uch 17. Vedattterr nén:h dekmuchze nedum&rtgekdvawhdetedaes die @lelaristhe heitfdhigkeit selektiv

éel ektrisch dust eeteﬁPféh m' ﬁ eﬂqﬁgerﬁh waehsi esgish RejmRotjerungs-
‘i

WObe' |nsbens18tﬂ Qf gre A d s§|a§§‘ﬁi‘g gfiﬂl ﬁxmmer Ldsung
-anor phes  Podiyes (8du SR It erﬁmk@a e. rFI igkeRt|3:£8er Srlipp SbrereR DigMdifan,
el ekt ri seheChidtomache MeabiytdfurgelrenTawil ebmied:. durch sel ektives | nduzi eren von

el ektrischer U&i 'fqnadm Rrepach iAnspsighehbiP§l adet Berfidunpspaddnptand mich rAnsprucha@ bis Sneder
in dem Fi | nf3de réf e% ”F"ea? Enldefpdpep @F'E?ﬁ"ze'ét"t?ér?ai?nﬁtse’l‘%rf’el"é pi¥fApeensulfid) um
L Ber ei ch, der Etﬁéﬁ Qﬁésmt%r&mnﬁe&bmpb&mem'%sﬂﬁ%héléckﬂ?ﬁgséwa@h(t
st eht urggi &hﬂ&é}f ﬁ?ﬁwoﬁ e‘nﬂdhegen en di el ektri schen Bereich bereitstel

A5 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzei chnet, dass d|e

el ekt ri scheRavendisptigfisgkeit sel ektiv durch chemi sches Dotieren eines

Olt t/el( ar yr}!éensql ‘:%nggnsateuﬁrg&%g%ﬁ:e %%%H Je o g}éﬁ?%ﬁ% g gﬁléﬁé)%gﬁ%ﬁ{q@ l;\)?%h a r en

pach Anspruc h 29Cond&dhtétﬁ'he|§e lecravendittibm etcaradasss efl a6 qUd0é paﬂuﬂfgem'atntlate) ¢ondmener
Losung ei ne@fﬂpwg svivisulfbre dfantienel ctemm@tmt tHo®n ei ner FI ussi gkel t aus der

r uppe Dic K atelms o '8 Feve t'°’§1 X g ?#'fy'ard(?f\iﬁné)rf°ﬁ‘ﬁff“d un
-=0| uol V ! ‘? Zyﬁ Conﬁzq E %523;? v.g'\pp hgréo% ﬂj:id f'“(\fes e"g(?cg@ lde pohﬁ(sulfure d aryléne)9

.ertlgungsgegenstan "Rac nspruc er Verfahren nach Anspruch

b s 11, dadurch gekennzeichnet, dass es s; ch bei m Pol y-(aryl ensul fid) um
0l y- (phenyl ensul fid) handel t.




13, Elektrisches Bauteil, insbesondere ein Kondensator oder ei
Messwert wandl er, hergestel It nach 55 dem Verfahr g UIB
Revendi cati ons 1. Condensat eur- gﬁyq?' ure

d é??1ene) dielectrique entre d 35'393ﬁﬁaao poly(sul ure d' aryline
conductr |seetssodelal fberhee@ﬁt plugdursefiimg en @mdmamteup régignode film noe\pemptemqoowuss

car act er |e§?§‘d é‘“P?eC $1P7 G‘i;‘{éh aryl e gonduct eur ,cqnpr e

Ifure d’a e} es sousla
SEY e e L Rt
r evendi < adebddde loucﬁ@éj’}ézy ce U8 'GBcthidhe quem @'f.f»@lara et aalepodéeaényrb wa);'mréefwtmgﬂ}nd
un pol y( ssekbdnde eowthar sphaeiesadml grheiciat, [de unanidrepd bypahérf utr @nBttadiectrigne pntre les
crlstalIHﬁuﬂBSCWWUdmwS@de@ﬁgﬁ?eur selon |la revendication 1, caracterise en

fa
ce qua |es Pe prem rzd%otﬁwg?g‘q1 yf}fjre 9ary Xe) conﬁ:ctn de I-é(l‘eﬁ'ct?ﬁ? ~~~~~ PO 140 30
Bl 10 une seconde couche de poly(sulfur d’'aryléne) co Whtrice de lel&gfﬁte S!Q‘é§co'n@e t:&fcgg de
pl USi eur Scohdilcte deMIERLRE Ay A délBentdce Jle@Riquitavbd |alBréifiBreCd M GhRdiktrice de
cont i nued'sietwEcithaettune eriuctse dee:slvfsullftm;d eghne) cteecmsuee:mspo@a etitee. 1a prem@or el Brsseoindel r
sel on Ia‘PEVEHﬁF@@Y¢ %J“ WEHet eri se_en_ce ‘%o y(sulfure 9 aéﬁigne)
est sous | a’f i H%"@'dg A cad: TSR & 8P Ry PP 1
couche condgGidididRa ure% n%marré\/eh&.@an@m BPSeterine e QOIS peRrd 1R 1aGaRHs D Ldnee de
1' 6lectr Idbhdhﬁtrﬁ&s anelecwideN@nipradha@t uh idgpt chimjaosed mhlctier Haénspéqael 1@ keuchd dé a
seconde cwividetige @(mdér@tdreieswguejeonhéreld@dtomwwe d@e/imhareqrrehqa e ec her un
cont act,, el e@tPﬁPgﬁd%ﬁ’fPﬁ"@“‘P rigaen ceewea; E tivggnent

e i i e gﬁ% fﬁﬁgﬁ é.;m R

d ar yl enef)eg.sro ﬁdeCsuSé rel L Chegibie bieRetriflie intermddiifte.SECONNE couc
(sul fur eo.dPreveyd i) la cerodication eecadaetehséedne@tcrmoa tahdudtibiligctanides esnminee

conduct r mgbctdement@ire@page@hm@ew ditrp d a@viwqudrﬂf\e\w)renmqumd@sawe' Vegent

d
pr em e oce on ar eoee%(o:ca ?tq 9 %czf g zﬂslug;'! ce ek&n Fes? sen QJUYC(n (E'a%f ure
d'aryl enq)n |v§r[t%8 b AE ut g eRssi %grfs &g ape%qﬁm.édﬁ dfehio

conduct r i &€hidiéro meeheeétrahwrcsferan et &V tolueh& nmanufacture sel on

revendi cat i 0 Condeosataiic sedani lesgre@ndicatiogr! 3 9, o ertide mpusetue aemnﬂeslrmedbcaﬁons 638,

pol y( su’f’g}'r €f«‘da %‘F{;‘%ﬂﬁé remmP'an@ns 8.2 Y rerequésiseran §p Ae 9f @olkevityrp Faryiene) est un
revendi c r C
o Garp P b BeE Ul Al TSl RS AP SR,
dans lequel |a couche de poly(sulfure d' aryl ene)di dl ectrique contient du
poly(su#¥fure d aryl ene) anorphe. 9. Procede de production d' un condensateur
el ectrique, caracteris6 en ce qu on induit selectivenent 20 une
conductibilite electrique dans un filmde poly(sulfure d' aryl bne) de
maniere a realiser dans le filmune region conductrice sup6rieure, une

regi on «@onductrice inf6rieure n'ayant pas de contact electrique avec la
regi on conductrice superieureb et une region di6lectriqu*e |ntern6d|a|re

R 10. Proc6de selon |l a revendication 9, caracterise en ce que |la
conductibilite electrique est induite W selectivenment par dopage chim que
d' yn fidm de poly~sul fure d" arylene), en particulier dans | equel |'agent 25
dopant est de |'hexafl uorophosphate de nitrosonium 11. Proced6 selon |l a
revendi cation 9, caracterise en ce que |'agent dopant est present en

sol ution dans un sol vant conprenant un |iquide choisi dans |e groupe
~constitge du di chl oronmet hane, du dichl orethane, du chlorofornme, du
tetrahydrofurane et du toluene. 12. Condensateur selon |les revendications 1
a 5, ou article manufacture selon | es revendications 6 a 8, 30. ou procede
selon les revendications 9 a 11, caracterise en co que ce poly(sulfure

d' aryl bge) est un poly(sulfure de phenylene). 13. Conposant el ectrique, en
particul i er condensateur ou transducteur, fabriqu6é par |e procede de |la
revendi cation 12. 35 40 45 50 55 60
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